TEMA |1 1: ELEMENTOS DE MEMORI A

ELEMENTO DE MEMORI A: ELEMENTO CAPAZ DE ALMACENAR UN ESTADO
DURANTE UN TIEMPO DETERMINADO.

PROPIEDADDE TRANSPARENCI A: DEPENDENCIADE LOS CAMBIOSDE LA
SENAL DE SALIDA RESPECTO A LOS CAMBIOS DE LA SENAL QUE SE
QUIERE ALMACENAR.

[l ELEMENTOS DE MEMORIA TRANSPARENTES

ALMACENAMIENTO ~
ESTATICO 0 Senal de entrada
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ALMACENAMIENTO
DINAMICO




[1 ELEMENTOS DE MEMORI A NO TRANSPARENTES
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ESTUDIO DE Bl ESTABLES TRANSPARENTES
R

[l R=1-->RESET
[ S=1-->SET
[ COMBINACION RS =11 PROHIBIDA

[1 BIESTABLE RS




[J PRI NClI PALES Tl POS DE Bl ESTABLES




[J ESTUDIO DE LATCHES
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CAPTURA ALMACENAMIENTO

[1 SENALES SINCRONASSENALES DE ENTRADA
QUE SON CONTROLADAS POR LA SENAL DE
CONTROL (RELOJ, DE TAL FORMA QUE LA
INFLUENCIA DE ESTAS SENALES DEPENDE DE
LA SENAL DE CONTROL.

SENALES ASINCRONASSENALES DE ENTRADA
QUE TIENEN LA PROPIEDAD DE
TRANSPARENCIA, ES DECIR, SU INFLUENCIA
NO ESTA CONTROLADA POR NINGUNA SENAL
ADICIONAL, NI SIQUIERA EL RELOJ.
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[1 DIFERENCIA ENTRE SE




[0 ESTUDI O DE FLI P- FLOPS
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0 SIMBOLOS DE ELEMENTOS DE MEMORIA
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MEMORIAS DE SEMICONDUCTORES

[l PALABRA CONJUNTE BITS QUEPERTENECEN
A LA MISMA INSTRUCCION O DATO

DIRECCION CONJUNTO DE BITS QUE
IDENTIFICARAN UNIVOCAMENTE A CADA
PALABRA DE MEMORIA

Matriz de
elementos de memoria
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Palabra

MEMORIASISTEMA CAPAZ DE ALMACENAR
INFORMACION, LA CUAL ES SUMINISTRADA EN
CUALQUIER MOMENTO QUE UN ELEMENTO
CONECTADO A ELLA LA SOLICITE

[ LECTURA

[ ESCRITURA




0 CARACTERISTICAS DE LAS MEMORIAS

[1 CAPACI DAD DE ALMACENAM ENTQO CANTIDADDE

INFORMACION QUE PODEMOS ALMACENAR EN
NUESTRO SISTEMA DE MEMORIA

1K-—->2 10

[1 TIEMPO DE ACCESQO TIEMPO TRANSCURRIDO
DESDE QUE SE SUMINISTRA LA DIRECCION
HASTA QUE SE ACCEDE A LA PALABRA
REQUERIDA

[1 ACCESO ALEATORIO: IGUAL TIEMPO PARA
TODAS LAS PALABRAS
(MEMORIA RAM)

ACCESOSECUENCIAL: TIEMPO DEPENDIENTE
DE LA LOCALIZACION DE LA PALABRA
(CINTAS)

ACCESODIRECTO: LA MEMORIAES SEPARADA
POR BLOQUES, TAL QUE EL ACCESOA CADA
BLOQUEES ALEATORIO, Y A CADA PALABRA
DEL BLOQUE ES SECUENCIAL

(DISCOS DUROS)

ACCESO POR CONTENIDO: ES UN ACCESO
ALEATORIO, PEROLA LECTURANO DEPENDE
DE LA DIRECCION, SINO DE PARTE DEL
CONTENIDO DE LA PALABRA

(MEMORIA CACHE)

[1 COSTE POR BI T: PRECIO QUE CUESTA
ALMACENAR UN BIT DE INFORMACION.




[0 MEMORIAIDEAL: GRANCAPACIDAD, ALTA
VELOCIDAD Y POCO PRECIO

0 RELACION ENTRE LAS CARACTERISTICAS
DE LAS MEMORIAS
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Capacidad

s
tiempo de acceso

IMPOSIBILIDAD DE LA MEMORIA IDEAL

A

Coste por bit

Capacidad

Coste por bit

-

tiempo de acceso

JERARQUIZACION DE LA MEMORIA

Nivel inferior

Nivel superior

=

SR

Procesador

L - — — — 1

Menor retraso
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[0 CLASIFICACION POR TIEMPO DE ALMACENAMIENTO

[J MEMORIAS PERMANENTES: LA INFORMACION NO SE PUEDE ALTERAR, UNA VEZ
ALMACENADA

MEMORIA VOLATIL: LA INFORMACION SE PERDERA CUANDO SE DESCONECTA LA
ALIMENTACION

MEMORIA DINAMICA: LA INFORMACION SE PERDERA CUANDO PASE UN
DETERMINADO TIEMPO. NECESITA CICLOS DE REFRESCO

[0 CLASIFICACION POR FUNCIONAMIENTO

[l MEMORIAS ROM Y PROM
PERMANENTE

[J MEMORIAS EPROM: NO VOLATIL, PERO TRATADA COMO PERMANENTE
[ MEMORIAS EPROM-FLASH

[ MEMORIAS EEPROM




MEMORIASNOV-RAM= RAMESTATICA + EEPROM
NO VOLATIL

MEMORIAS RAM ESTATICAS
VOLATIL

MEMORIAS RAM DINAMICAS
VOLATIL Y DINAMICA

0 EJEMPLO DE CONFIGURACION DE UN SIS-
TEMA DE MEMORIA.

0




[J EJEMPLO DE UN SI STEMA DE MEMORI A
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